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１．概要（Summary） 

MEMS 技術を用いたサスペンド構造の製作はセンサ

デバイスなど様々な用途に利用されている．LPCVD SiN

薄膜は，HF によって損傷を受けない貴重な電気絶縁膜

であり，機械特性にも優れているため，熱酸化膜を犠牲

層としてサスペンド構造を製作するためのサスペンド膜材

料として広く利用されている． 

本行程は将来的なサスペンド構造製作のための試験

加工を行うために技術代行を依頼した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

LPCVD装置（SiN用） 

【実験方法】 

技術代行により, Si 基板，SOI 基板に SiN 薄膜を約 20 

nm堆積させた． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

まず，技術代行により LPCVD SiN成膜後に膜厚の計

測とエッチング耐性のテストを行った．研究の結果，膜厚

はエリプソメターによる計測で約 20 nm 程度であることを

確認し，また，BOEやHFなどの試薬により膜厚がほとん

ど変化しないことを確認することができた．引き続き本装

置を利用したLPCVD薄膜を利用した研究計画を立案中

である． 
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Fig.1 Typical SEM image of the suspend 

microdevice for experiments.  


